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Résumé:  
Il est possible d’imager le magnétisme d’une surface avec une résolution atomique, en raison de la dépendance du 

courant tunnel entre une pointe magnétique et la surface en fonction de leurs aimantations relatives. Cette technique, appelée 

SPSTM (spin polarized scanning tunneling microscope) tout en ayant donné des résultats impressionnants, a des défauts 

intrinsèques. Par exemple, il est impossible de moduler le spin des électrons, ce qui ne permet pas d’obtenir indépendamment 

l’information topographique et magnétique. De plus, les interactions magnétiques entre la pointe et la surface limitent le champ 

d’application du SPSTM aux échantillons de champ coercitif  élevé. 

En revanche, il est envisageable d’injecter des électrons polarises de spin à partir d’une pointe semi-conductrice 

(GaAs) sous excitation lumineuse polarisée circulairement. Le SPSTM à base de pointes semiconductrices ne possède aucun 

des défauts ci-dessus. Les interactions magnétiques pointe/surface sont négligeables. Par ailleurs, on peut moduler le spin des 

électrons en modulant l’hélicité de la lumière excitatrice (entre σ+
 et σ -). Le courant tunnel moyen Im = [I(σ+

) + I( σ -)]/2 

permet de mesurer la topographie de surface, tandis que sa modulation [I(σ+
) – I( σ -)] donne l’information magnétique. A ce 

jour, cette technique n’a encore donné aucun résultat clair, car les effets magnétiques sont noyés dans des signaux parasites  

d’origine non magnétique. 

Dans cette communication, nous présentons un projet visant à obtenir la première démonstration claire de l’imagerie 

magnétique en utilisant un injecteur de spin à base de pointes de GaAs. Nous discuterons la conception de l’injecteur de spin, 

similaire à celle d’un cantilever d’AFM, ce qui permet d’exciter la pointe par l’arrière. Nous présenterons les procédures 

envisagées pour fabriquer la pointe, le cantilever et pour passiver la pointe, de manière à nous affranchir des conditions d’ultra-

vide, et à travailler en atmosphère gazeuse ou sous liquide. 

Nous présenterons enfin les résultats de la première phase de ce projet, qui consiste à étudier l’injection d’électrons 

non polarisés de spin vers une surface métallique non magnétique. 
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